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Abmessungen: Bauform A 4/15 - 4a,
TGL 11 811
Masse = 04 g

Zuld@ssige Hachstwerte ’

flr fa == 45°C

-UcBo = 20V -lc = 10mA

-Uceo = 15V Piot = 60 mW

-UeBo = 03V #ji = 90°C

-l - 1 mA fa = 60°C

Warmewiderstand Ry < 750 —o -
Rini = 350 “J:

Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd

Min ‘ Typ Max MeBbedingungen
Reststrome
-ilceo ‘ i l BpA | -Ucs = 20V
-lceo | 500 pA | -Uce = 15V
-leBo | 100 A -Uee = 03V
Ubergangsfrequenz
i | 250 MHz | 600 MHz -Uce =12V, -Ic = 1,5mA, f =100 MHz
RauschmaB
F 0 dB ‘ -Uce =12V, -Ic = 1,5 mA, f = 800 MHz,
Rg =600
Leistungsverstlirkung
Vb 9 dB -Uce =12V, -lc = 1,5mA, f =800 MHz

(nach angegebener Schaltung)




:l Min Typ Max MeBbedingungen

Kollektorkapazitdt
co2b | 1,1 pF | -Ucs = 12 V, -lg = 0, f = 2 MHz
Riickwirkungskapazitét
.C12e 0,25 pF | -Uce =12V, -Ic = 1,5mA, f= 500 kHz
Riickwirkungszeitkonstante

"‘:‘? Il | 45 ps -Uce =12V, -lc =15 mA, =30 MHz
Gleichstromverstéirkung
B 10 | -Uce = 12V, Ic = 1,5 mA

y-Parameter Kir #a = 25°C -5 grd

yiib (5,5 j 14,5) mS
yizb (-0,27 - j 0,31) mS
y21 (104 ] 12) mS
yz2b (-0,4 + j75) mS

o

yitb (395=j185) mS |
yizb  (-0,06 — j 0,15) mS
y21b  (-29 + j 24) mS

y220 (0,08 4 j 1,5) mS

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

bei -Uce = 12 V, «lc = 1,6 mA, f = 800 MHz

bei -Uce = 12 V; -lc = 1,6 mA, f = 200 MHz

Transistor GF 145



Schaltungsprinzip zur Vpb-Messung bei 800 MHz

Leitungskreis _mit ﬂwﬁMng_?
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RL = der ouf den Kollektor transformierte Lastwiderstand




-Is8 = f (-Use)
-Uce = Parameter
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fr7="f (-ic)

-Uce =12 V,
f =_100 MH:z

1

500
* 500
N 400
z
* 300
200
g 1 3 5
I (mA) —
Gpb = f (-lc)
“Ucg = 12 V,
f = 800 MH:z
12
t H
8
)
S -
e 4 \
S
a2 3 &N
0 o T :
T ImA—+
-6
-8

-Uce = t (-Ic)
fr = Parameter
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Gpb = Parameter
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F = f (l¢) F = f (-Ucs)
-Uce = 12 V, Re = 60 Q, Jde=15mA, Re = 60 Q,
f = 800 MHz f = 800 MHz
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Uce = 12V, .lc = 1,5 mA, f = 800 MHz
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Rickwartssteilheit yizo —
Ucs = 12 V -05 -03 -0 0
MeBebene 1 mm unter Gehduseboden
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Ausgangsleitwert y220
de = 15 mA
MeBebene 5 mm unter Gehéuseboden
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Eingangsleitwert y11 b
Ucs = 12V

MeBebene 5 mm unter Gehduseboden
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Vorwdrtssteilheit yz1n
Uecs = 12 V
MebBebene 5 mm unter Gehduseboden
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